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(57) Abstract: Structure (Struct) comprising a ferroelectric layer (Ferrolay) having a first polarization (P1) in a first area and a second
polarization (P2), opposite to the first polarization, in a second area (V) different from the first area, the first polarization and the
second polarization being oriented perpendicularly or obliquely to the ferroelectric layer, the second polarization area having a hydrogen
concentration greater than the first polarization area, the structure further comprising a support (Sprt) and a dielectric layer (Diel)
disposed between this support and the ferroelectric layer.

(57) Abrégé : Structure (Struct) comprenant une couche ferroélectrique (Ferrolay) présentant une premicre polarisation (P1) dans
une premicre zone et une deuxieme polarisation (P2), opposée a la premicre polarisation, dans une deuxieme zone (V) distincte de
la premicre zone, la premicre polarisation et la deuxiéme polarisation étant orientées perpendiculairement ou obliquement par rapport
a la couche ferroélectrique, la deuxi¢me zone de polarisation présente une concentration d'hydrogene supérieure a la premiére zone
de polarisation, la structure comprenant en outre un support (Sprt) et une couche diélectrique (Diel) interposée entre ce support et la
couche ferro-€lectrique.

[Suite sur la page suivante]



WO 2024/165363 A1 | [} N0 00000 0 000 T

TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,
TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,
MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,
SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:
— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))



